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[序論] 

III族窒化物半導体である GaNは優れた光学特性や電気特性を持つため、発光ダイオード
やパワートランジスタなどの次世代半導体デバイスの材料として最も注目されている[1]。III
族窒化物半導体を用いてデバイスを作製するためには一般的に誘導結合プラズマ（ICP）に
よるエッチングが用いられている。しかし、デバイスの作製中にプラズマや UV 光を照射す
ることにより、デバイス特性の劣化を引き起こすことが問題となっている。プラズマによる
ダメージは、基板表面から深さ数十 nm以上程度まで侵入することが知られている[2]。我々
はこれまでに、荷電粒子や紫外光照射を抑制することで低損傷なエッチングが可能な中性粒
子ビーム[3]を用いた GaN のエッチングを試みた。初期検討として中性粒子ビーム低損傷エ
ッチングを行うことに成功している[4]。本本研究では、ICP プラズマと中性粒子ビームで
AlGaNのエッチングを行い、エッチング表面状態の評価を行った結果について報告する。 
[実験] 

AlGaN (30nm)サンプル上にプラズマおよび中性粒子ビームの照射実験を行った。プラズマ
生成用ガスとして塩素を用い、中性粒子ビームエネルギーとプラズマにおける照射イオンエ
ネルギーは同じに設定した。AlGaN 層を深さ 15nmまでエッチングを行った後、XPS および
AFMを用いて、エッチング後のサンプル表面の組成や表面平坦性の変化などの評価を行った。 
[結果・考察] 
図に XPS測定結果からフィッティングを行った AlOx及び GaOxの変化率を示す。中性粒子

ビームを用いた場合に比べ、プラズマエッチングを用いた場合にはエッチングに AlOxが大き
く増加したことが分かる。イオンや中性粒子ビームのフラックスや運動エネルギーが殆ど同
じにも関わらず、プラズマエッチングと中性粒子ビームエッチングでは表面状態が大きく異
なっている。プラズマを用いると表面欠陥が多く、酸化しやすい状態になっており、このこ
とから、プラズマエッチングにおいては UV 光などの放射光による欠陥生成が支配的である
と考えられる。以上のように、中性粒子ビームエッチングを用いることで、紫外光の照射を
抑制することが可能となり、より低欠陥な AlGaNエッチング表面状態を実現できる。 
 

 
図：XPS測定結果 
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